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【57】申請專利範圍
1.　一種用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置，其包括：一電路基板；一橋式整流晶
片，所述橋式整流晶片設置在所述電路基板上，以用於將一電源供應器所提供的一交流

電轉換成一直流電；一突波吸收器群組，所述突波吸收器群組設置在所述電路基板上且

電性連接於所述橋式整流晶片與一電源輸入端之間，以用於吸收一突波電壓；一第一抗

突波用限流晶片群組，所述第一抗突波用限流晶片群組設置在所述電路基板上，以用於

吸收一第一預定突波電壓；一第二抗突波用限流晶片群組，所述第二抗突波用限流晶片

群組設置在所述電路基板上，以用於吸收一第二預定突波電壓；一 LED發光群組，所述
LED發光群組包括多個發光二極體晶片，多個所述發光二極體晶片設置在所述電路基板
上且電性連接於所述橋式整流晶片、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所述第二抗突

波用限流晶片群組三者其中之一；以及一 LED限流群組，所述 LED限流群組設置在所
述電路基板上且電性連接於所述橋式整流晶片、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所

述第二抗突波用限流晶片群組三者其中之一，以用於控制所述 LED發光群組的電流總諧
波失真率；其中，所述第一抗突波用限流晶片群組、所述第二抗突波用限流晶片群組、

所述 LED發光群組以及所述 LED限流群組串聯設置；其中，當一突波訊號從所述電源
輸入端輸入到所述發光二極體照明裝置時，所述突波吸收器群組、所述第一抗突波用限

流晶片群組以及所述第二抗突波用限流晶片群組被選擇性配置以用於吸收所述突波訊號

所產生的一突波電壓。

2.　如請求項 1所述的發光二極體照明裝置，其中，當所述突波訊號所產生的所述突波電壓
大於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓以及所述第一抗突波用限流晶片群組

所能吸收的所述第一預定突波電壓的總合時，所述突波吸收器群組、所述第一抗突波用

限流晶片群組以及所述第二抗突波用限流晶片群組三者被配置以用於吸收所述突波訊號

所產生的所述突波電壓；其中，當所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述突波吸

收器群組所能吸收的所述突波電壓並且小於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電

壓以及所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓的總合時，所

述突波吸收器群組以及所述第一抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於吸收所述突波

訊號所產生的所述突波電壓；其中，當所述突波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊

號所產生的所述突波電壓小於所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定

突波電壓時，所述第一抗突波用限流晶片群組被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的

所述突波電壓；其中，當所述突波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊號所產生的所

述突波電壓大於所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓時，

所述第一抗突波用限流晶片群組以及所述第一抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於
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吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其中，所述第一抗突波用限流晶片群組所能

吸收的所述第一預定突波電壓以及所述第二抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第二

預定突波電壓的總合大於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓。

3.　如請求項 1所述的發光二極體照明裝置，其中，所述電源輸入端具有一火線、一中性線
以及一地線，且所述突波吸收器群組包括一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一

第三突波吸收器；其中，所述第一突波吸收器電性連接於所述火線與所述地線之間，以

做為所述火線與所述地線兩者的一第一突波防護；其中，所述第二突波吸收器電性連接

於所述中性線與所述地線之間，以做為所述中性線與所述地線兩者的一第二突波防護；

其中，所述第三突波吸收器電性連接於所述火線與所述中性線之間，以做為所述火線與

所述中性線兩者的一第三突波防護；其中，在所述火線與所述橋式整流晶片之間電性連

接有一保險絲。

4.　如請求項 1所述的發光二極體照明裝置，其中，所述第一抗突波用限流晶片群組包括至
少三個第一抗突波用限流晶片以及至少三個第一電阻晶片，且至少三個所述第一抗突波

用限流晶片分別電性連接於至少三個所述第一電阻晶片；其中，所述第二抗突波用限流

晶片群組包括至少三個第二抗突波用限流晶片以及至少三個第二電阻晶片，且至少三個

所述第二抗突波用限流晶片分別電性連接於至少三個所述第二電阻晶片；其中，所述

LED限流群組包括至少三個 LED限流晶片以及至少三個限流用電阻晶片，且至少三個
所述 LED限流晶片分別電性連接於至少三個所述限流用電阻晶片。

5.　一種用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置，其包括：一電路基板；一橋式整流晶
片，所述橋式整流晶片設置在所述電路基板上，以用於將一電源供應器所提供的一交流

電轉換成一直流電；一突波吸收器群組，所述突波吸收器群組設置在所述電路基板上且

電性連接於所述橋式整流晶片與一電源輸入端之間，以用於吸收一突波電壓；一第一抗

突波用限流晶片群組，所述第一抗突波用限流晶片群組設置在所述電路基板上，以用於

吸收一第一預定突波電壓；一第二抗突波用限流晶片群組，所述第二抗突波用限流晶片

群組設置在所述電路基板上，以用於吸收一第二預定突波電壓；一 LED發光群組，所述
LED發光群組包括多個發光二極體晶片，多個所述發光二極體晶片設置在所述電路基板
上且電性連接於所述橋式整流晶片、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所述第二抗突

波用限流晶片群組三者其中之一；以及一 LED限流群組，所述 LED限流群組設置在所
述電路基板上且電性連接於所述橋式整流晶片、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所

述第二抗突波用限流晶片群組三者其中之一，以用於控制所述 LED發光群組的電流總諧
波失真率。

6.　如請求項 5所述的發光二極體照明裝置，其中，當所述發光二極體照明裝置接收到一突
波訊號時，所述突波訊號所產生的一突波電壓從所述電源輸入端輸入到所述發光二極體

照明裝置；其中，當所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述突波吸收器群組所能

吸收的所述突波電壓以及所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波

電壓的總合時，所述突波吸收器群組、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所述第二抗

突波用限流晶片群組三者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其

中，當所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突

波電壓並且小於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓以及所述第一抗突波用限

流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓的總合時，所述突波吸收器群組以及所述

第一抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電

壓；其中，當所述突波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊號所產生的所述突波電壓

小於所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓時，所述第一抗

突波用限流晶片群組被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其中，當

所述突波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述第一

(2)
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抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓時，所述第一抗突波用限流晶

片群組以及所述第一抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生

的所述突波電壓；其中，所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波

電壓以及所述第二抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第二預定突波電壓的總合大於

所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓。

7.　如請求項 5所述的發光二極體照明裝置，其中，所述電源輸入端具有一火線、一中性線
以及一地線，且所述突波吸收器群組包括一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一

第三突波吸收器；其中，所述第一突波吸收器電性連接於所述火線與所述地線之間，以

做為所述火線與所述地線兩者的一第一突波防護；其中，所述第二突波吸收器電性連接

於所述中性線與所述地線之間，以做為所述中性線與所述地線兩者的一第二突波防護；

其中，所述第三突波吸收器電性連接於所述火線與所述中性線之間，以做為所述火線與

所述中性線兩者的一第三突波防護；其中，在所述火線與所述橋式整流晶片之間電性連

接有一保險絲。

8.　如請求項 5所述的發光二極體照明裝置，其中，所述第一抗突波用限流晶片群組包括至
少三個第一抗突波用限流晶片以及至少三個第一電阻晶片，且至少三個所述第一抗突波

用限流晶片分別電性連接於至少三個所述第一電阻晶片；其中，所述第二抗突波用限流

晶片群組包括至少三個第二抗突波用限流晶片以及至少三個第二電阻晶片，且至少三個

所述第二抗突波用限流晶片分別電性連接於至少三個所述第二電阻晶片；其中，所述

LED限流群組包括至少三個 LED限流晶片以及至少三個限流用電阻晶片，且至少三個
所述 LED限流晶片分別電性連接於至少三個所述限流用電阻晶片。

9.　一種用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置，其包括：一電路基板；一橋式整流晶
片，所述橋式整流晶片設置在所述電路基板上；一突波吸收器群組，所述突波吸收器群

組設置在所述電路基板上且電性連接於所述橋式整流晶片，以用於吸收一突波電壓；一

第一抗突波用限流晶片群組，所述第一抗突波用限流晶片群組設置在所述電路基板上，

以用於吸收一第一預定突波電壓；一第二抗突波用限流晶片群組，所述第二抗突波用限

流晶片群組設置在所述電路基板上，以用於吸收一第二預定突波電壓；一 LED發光群
組，所述 LED發光群組包括多個發光二極體晶片，多個所述發光二極體晶片設置在所述
電路基板上；以及一 LED限流群組，所述 LED限流群組設置在所述電路基板上；其
中，所述第一抗突波用限流晶片群組、所述第二抗突波用限流晶片群組、所述 LED發光
群組以及所述 LED限流群組串聯設置。

10.   如請求項 9所述的發光二極體照明裝置，其中，當所述發光二極體照明裝置接收到一突
波訊號時，所述突波訊號所產生的一突波電壓從一電源輸入端輸入到所述發光二極體照

明裝置；其中，當所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述突波吸收器群組所能吸

收的所述突波電壓以及所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電

壓的總合時，所述突波吸收器群組、所述第一抗突波用限流晶片群組以及所述第二抗突

波用限流晶片群組三者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其中，

當所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電

壓並且小於所述突波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓以及所述第一抗突波用限流晶

片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓的總合時，所述突波吸收器群組以及所述第一

抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其

中，當所述突波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊號所產生的所述突波電壓小於所

述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓時，所述第一抗突波用

限流晶片群組被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述突波電壓；其中，當所述突

波吸收器群組損壞而失效並且所述突波訊號所產生的所述突波電壓大於所述第一抗突波

用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓時，所述第一抗突波用限流晶片群組

(3)
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以及所述第一抗突波用限流晶片群組兩者被配置以用於吸收所述突波訊號所產生的所述

突波電壓；其中，所述第一抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第一預定突波電壓以

及所述第二抗突波用限流晶片群組所能吸收的所述第二預定突波電壓的總合大於所述突

波吸收器群組所能吸收的所述突波電壓；其中，所述電源輸入端具有一火線、一中性線

以及一地線，且所述突波吸收器群組包括一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一

第三突波吸收器；其中，所述第一突波吸收器電性連接於所述火線與所述地線之間，以

做為所述火線與所述地線兩者的一第一突波防護；其中，所述第二突波吸收器電性連接

於所述中性線與所述地線之間，以做為所述中性線與所述地線兩者的一第二突波防護；

其中，所述第三突波吸收器電性連接於所述火線與所述中性線之間，以做為所述火線與

所述中性線兩者的一第三突波防護；其中，在所述火線與所述橋式整流晶片之間電性連

接有一保險絲；其中，所述第一抗突波用限流晶片群組包括至少三個第一抗突波用限流

晶片以及至少三個第一電阻晶片，且至少三個所述第一抗突波用限流晶片分別電性連接

於至少三個所述第一電阻晶片；其中，所述第二抗突波用限流晶片群組包括至少三個第

二抗突波用限流晶片以及至少三個第二電阻晶片，且至少三個所述第二抗突波用限流晶

片分別電性連接於至少三個所述第二電阻晶片；其中，所述 LED限流群組包括至少三個
LED限流晶片以及至少三個限流用電阻晶片，且至少三個所述 LED限流晶片分別電性
連接於至少三個所述限流用電阻晶片。

圖式簡單說明

圖 1為本創作第一實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的立體示意
圖。

圖 2為本創作第一實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的俯視示意
圖。

圖 3為本創作第一實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的電路示意
圖。

圖 4為本創作第一實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的功能方塊
圖。

圖 5為本創作第二實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的功能方塊
圖。

圖 6為本創作第三實施例所提供用於提升抗突波能力的發光二極體照明裝置的功能方塊
圖。
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